Budowa pasmowa cial stalych



Podzial cial stalych pod wzgledem
wlasciwosci elektrycznych

- przewodniki (przewodzg prad)
- 1zolatory (nie przewodzg pradu)

- pOtprzewodniki (przewodza lub nie przewodza
pradu)



Struktura pasmowa cial stalych
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Rodzaje przerwy energetycznej
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Rozklad Fermiego-Diraca
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Domieszkowanie polprzewodnikow
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Budowa pasmowa polprzewodnikow
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Wiasciwosci elektryczne

metali / polprzewodnikow / izolatorow

rezystywnos¢ (opor elektryczny wlasciwy) p [Q2m], dla metali
p < 10° Qm, natomiast dla izolatoréw p > 10° Qm (w
temperaturze pokojowej)

XX

W2 DIOK

temperaturowy wspotczynnik oporu a = (1/p)(dp/dT) [K!],
koncentracja nosnikow tadunku n, liczba nosnikow tadunku
przypadajaca na jednostke objetosci [m™],

wzrost temperatury o 1°C powoduje wzrost rezystancji metali

o okoto 0,3-0,6%, natomiast w typowo domieszkowanych
potprzewodnikach spadek rezystanciji o 5-10%,

przewodnictwo potprzewodnikow silnie zalezy od nawet
niewielkiej 1losci zanieczyszczen w krysztale




Z1acze metal-polprzewodnik

Mozliwe kombinacje zlaczy metal-polprzewodnik:
1) polprzewodnik typun oraz @ < &
2) polprzewodnik typun oraz @ > D
3) polprzewodnik typup oraz @ < D
4) polprzewodnik typu p oraz @ > D

w przypadku:
1 1 4 — zlgcze ma charakter omowy,
2 1 3 — ma charakter prostujacy.

Praca wyjscia elektronu, @ - praca jaka nalezy wykonac¢ aby przenies¢ elektron z poziomu
Fermiego do nieskonczonosci (minimalna energia kinetyczna elektronu niezb¢dna do
opuszczenia przez niego powierzchni ciata).



Z1acze metal-polprzewodnik (n)

praca wyjscia z metalu < praca wyjscia z polprzewodnika
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Z1acze metal-polprzewodnik (n)

praca wyjscia z metalu > praca wyjscia z polprzewodnika
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Z1acze metal-polprzewodnik (p)
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Zlacze p-n (dioda)

polprzewodnik typu N polprzewodnik typu P
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Zlacze p-n (dioda)

ZYacze bez polaryzacji Z1acze spolaryzowane Z1acze spolaryzowane

w kierunku zaporowym  w kierunku przewodzenia



Rodzaje diod i typowa charakterystyka

I(U) diody

Charakterystyka pradowo-napi¢ciowa diody

Rodzaje diod:
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Tranzystor bipolarny
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obszary zubozone

E — emiter
B — baza
C — kolektor

ruch elektronow



Tranzystor polowy z kanalem typu »

S — zrodlo
G — bramka
D — dren




Eniac pierwszy komputer

* Pierwsze obliczenia listopad 1945

* 15.02.1946 — poinformowano opini€
publiczng o jego istnieniu

* 30.06.1946 — koniec testow, ENIAC wszedt w
posiadanie armii USA



Dane techniczne

Masa 30 ton

42 czarne blaszane szafy o
wymiarach: 3x0,6x0,3m

sktadat sie z: 18800 lamp w 16
rodzajach, 6000 komutatorow,
1500 przekaznikéw i 500 000
opornikow

Zuzycie mocy 150kW

Wentylacja: dwa silniki
Chryslera o tgcznej mocy 24
KM

Po przekroczeniu 48 stopni
Celsjusza w ktorymkolwiek
module, termostaty wytgczat
caty system
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Przeznaczenie

* Pracowatw
systemie
dziesietnym na
liczbach
10-cyfrowych (w
razie koniecznoSci
20-cyfrowych)
dodatnich jaki
ujemnych

* Uzywany do
rozwigzywania
rownan
rézniczkowych
potrzebnych przy
tworzeniu tablic
balistycznych

US ARMY ARL Technical Libraryinternet




» Sredni czas bezawaryjnej pracy: pét godziny
11

* Ostatecznie wytgczony 02.10.1955 i dzieki
sprzeciwom obstugujgcych go uczonych nie
zostat catkowicie ze ztomowany

* Najwiekszy fragment znajduje sie w
Smithsonian Institute w Waszyngtonie



